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NPN-Epitaxial-Planar-Siliziumtransistor BF257, BF258, BF259

Video-Endstufen-Transistor mit extrem hoher Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Fiir Video-Endstufen in Schwarz-WeiB- und Farbfernsehempféangern

Fiir NF-Endstufen in A-Betrieb mit hoher Betriebsspannung

Fiir Treiberstufen in Horizontalablenkschaltungen

Weitgehend unempfindlich gegen Impulsbelastungen wie sie z. B. bei Hoch-
spannungsiiberschldgen an Bildréhren auftreten kénnen

Mechanische Daten

Malle in mm To-5

0rEg

b 8.5

38 min 7 - —_— L e

Der KoSektor isl mit dem Gehduse elektrisd verbunden

Absolute Grenzwerte BF257 BF258 BF259

Hollektor-Basis-Spannung 160 250 300 v
Kollektor-Emitter-Spannung

bei Rpg = 1 kQ 160 250 300 v
beilg =0 160 250 300 W
Emitter-Basis-Spannung & 5 B v
Kollektorstrom 100 100 100 mA,
Verlustleistung bel Tg = 25°C 5 5 B w
Sperrschichttemperatur Ty -+ 175 - o
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Datasheet

Elektrische Kennwerte (Ty = 25 °C odar wle angegeben)

Parameter Prifbedingungen BF 257 BF 258 BF 258 Einheit
min Typ max min  Typ max  min Typ

Uiam) ceo lg = 100 pA,

g =0 160 250 300 v
Uirr) cEo lg = 30mA,

m =0 160 250 300 ')
Uier) EBD I = 100pA,

le =0 5 5 1 ¥
lemo Ugp = 100V,

g =0 50 né
lopo Ugm = 200 ¥,

g =0 50 n&
lepo Ugn = 2560 V,

g =0 na,
UoEsaty lgp = 30 ma,

m = GmA 1 1 W
hrm Ugg = 10V,

le == 30 mA 25 25 26
—LCize Ugp= 30V,

g =0

t = 500 kHE 35 a5 5 pF
Caza Ugn =30V,

Ig =0 5.5 55 5.5 pF
fi Ueg = 10V,

lg = 30 mA 110 110 110 MHz
Rime Sperrzchicht-

Gehduse 30 an grd /W
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Ausgangskennlinien

Ig = f{UcE) I = f{Ucr)
In = Parameter Ip = Paramatber
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lopo = 1(T)

Ucao = Parameter = 100V (BF 257);
200 V (BF 258);
250V (BF 259)

Spannungsabhiinglgkeit
der Ausgangs- und Richwirkungskapazitat
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Transitfrequenz fp

1815

Uce
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1, 5-Watt-NF-A-Varstarker mit FET-Traiber
Tl - Em oder BF246

Ty = BF258/250
I lﬂPF + 105V :’.—9_:2____1__.0 240V
|
|
th[] HMU f: Al [ﬂ ?.F
R
T T2
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300 -|'=_ 00 pF

22 kA (BC 264) =15 F @mn

3,3 kN (BF 264)
g
O
BF258/BF259
Betriebsspannung Up = 240 V/35 mA
Kollektorstrom von Ty lg = 2 mA
Maximale Verlustlelstung von Tg bei 103 Netziiberspannung Pigt = 3.0 W
Maximal zuldssige Umgebungstemperatur (Tg auf KihlkSrper Rrn < 20 °C/W Tu =50°C
Lastwiderstand Ry = 3 ki2
Frequenzbereich f = 50 Hz bls = 20 kHz
Ausgangsleistung primir bel Koy = 10% Pg =15W
Eingangswiderstand Ri =1MQ
T1= BC264 Ty = BF248
Eingangsspannung bel Nennlelstung (f = 1 kHz) Uy = 100 mV 38 mV
Eingangsspannung bel Pp = 50 mW (f = 1 kHz) Up = 14 mV Emv
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